
FlipStackR CSP テクノロジーは、さまざまな種類の半導体チップを積層するこ
とで、ポータブルマルチメディア製品に求められるハイレベルなチップ集積と
省スペースを実現します。高密度な薄型コア基板、最先端のウェハ研磨、ダイ
アタッチ、フリップチップおよびワイヤボンディング技術を用いて、従来のフ
ァインピッチBGA（FBGA）に複数のチップを積層します。

高集積かつ複雑なデバイス積層に関して、これまで多くのお客様の課題解決に
貢献して参りました。その結果、Amkorは、デジタルベースバンドやアプリケ
ーションプロセッサと高密度フラッシュやモバイルDRAMデバイスとのスタッ
クも含む、複数のミックスドシグナルやロジックとメモリデバイスのスタック
において、業界のリーダーシップを確立しました。複数のチップを組み合わせ
る際のサイズやコストの削減を実現するために、FlipStackR CSPテクノロジー
がソリューションを提供します。

 
Applications
FlipStackR CSPテクノロジーは、より小さく、軽く、より革新的な新製品のフ
ォームファクターを低コストで実現します。ポータブルマルチメディアデバイ
ス（タブレット、携帯電話、デジタルカメラ）をはじめ幅広いアプリケーショ
ンで、様々なデザインの要件にお応えします。

 
Reliability Qualification
以下の重要な指標を継続的にモニターすることにより、信頼性の高いパフォー
マンスを確立します。

 f 耐湿性試験：JEDEC level 3 @ 260°C
 f バイアス／アンバイアスHAST：121°C/100% RH, 2 atm, 192 hours
 f 温度／湿度：85°C/85% RH, 1000 hours
 f TC：-55°C/+125°C, 1000 cycles
 f HTS：150°C, 1000 hours

 
Board Level

 f 温度サイクル：-40°C/+125°C, 1000 cycles

 
Test Services

 f プログラム作成／コンバージョン
 f プロダクトエンジニアリング
 f ウェハプローブ
 f -55°C～+165°Cテスト対応
 f バーンイン対応
 f テープ&リール

FlipStackRCSPは、業界をリードするAmkorのChipArrayRBall Grid 
Array（CABGA）に、フリップチップCSP（fcCSP）を組み合わせたも
のです。当社の大規模な製造インフラを活用し最新のチップスタック技
術をタイムリーに各製造拠点に展開することで、お客様にトータルコス
トの低減を提供します。

FEATURES

 f パッケージ高さ： ～0.6 mm

 f メモリ、ロジックおよびミックスドシグ
ナルなどの複数のデバイスの積層を実現
する設計、組立、テスト技術

 f 既存の標準的CABGAおよびfcCSPイン
フラを使用

 f 高歩留まり、高信頼性の安定した品質
レベル

 f オーバーハングチップのワイヤボンディ
ング対応

 f 40 µm以下の低ループワイヤボンディ
ング

 f Pbフリー、RoHS準拠、グリーンマテ
リアル

 f パッシブ部品搭載対応

 f JEDECスタンダードMO-192､ MO-195､  
MO-216、MO-219、MO-298
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詳細についてはamkor.comにアクセスしていただくか、またはsales@amkor.com までメ
ールをお送りください。
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Process Highlights
 f ボールパッドピッチ：  0.35、0.4、0.5、0.65、0.75、0.8、1.0 mm
 f チップ厚（フリップチップ）： 70 μm（min）
 f チップ厚（ワイヤボンド）：             50 μm（min）
 f ボール径：                          必要に応じ対応可
 f ワイヤボンドピッチ（min）：             40 μmインライン、ロードマップ25μmまで
 f バンプピッチ（マスリフロー）：  60 μmインライン
 f 熱圧着：                                     50 μmインライン
 f ワイヤ長（max）：                           5 mm（200 mils）
 f ワイヤ径（min）：                            Au、Ag、またはCu 0.7、0.8、0.9、1.0 mil +
 f ウェハ径：                          150、200、300 mmウェハ                   

Standard Materials
 f パッケージ基板

 ▷ 絶縁層
 ⨠ HL832: NXA、NS、NS-LC、NSF-LCA
 ⨠ E679: FG、FGB、FGBS、GT、E700G、      

        E705G、DS7409HG、DS7409HGB(S)、 
  DS7409HGB(LE)、 ELC4785GSB 
  ELC4785THB、ELC4785THG

 ▷ レイヤー数（ラミネート）：2-6
 f ダイアタッチ

 ▷ 下部チップ：フリップチップ（マスリフローまた 
 は熱圧縮で接合）

 ▷ 上部チップ：非導電性エポキシ、フィルム
 f ワイヤ：Au、Cu、またはAg
 f 封止材：トランスファーモールドエポキシ
 f アンダーフィル：キャピラリーまたはモールド
 f バンプ（F/C）：鉛フリー、共晶、Cuピラー
 f はんだボール：鉛フリー、共晶
 f デバイスタイプ：シリコン、SiGe、GaAs、ガラス 

(ガラス上のIPDフィルム）
 f マーキング：レーザー
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